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MEMORIA DESCRIPTIVA

Este invento se refiere a sistemas de memoria- 
Se conocen memorias MOSEET de acceso al azar que 

utilizan cargas increméntalos para almacenar información en 
un ordenamiento de células de memoria, incluyendo cada cé- 

5- lula un dispositivo MOSEET y un dispositivo de capacitancia. 
Cada fila del ordenamiento de células de memoria puede in­
cluir un amplificador de detección-refresco para detectar 
la presencia de una carga que comporta información sobre 
una célula de memoria dirigida que se encuentra dentro de 
dicha fila. Cada amplificador de detección-refresco refresca1 0 .



también periódicamente la información almacenada como carga 
en las células de memoria que se encuentran dentro de dicha 
fila. Este refresco periódico de la carga en las células de 
memoria se contrapone a la tendencia de la carga de disiparse 
gradualmente del dispositivo de capacitancia alojado en dicha 
célula.

Cada circuito amplificador de dotección-refresco re­
quiere, típicamente, una fuente de señales de reloj multifá- 
sico para llevar a cabo, en forma adecuada, las funciones de 
detección y refresco en sincronismo con el resto de la memo­
ria. En la práctica, estas señales se proporcionan acoplando 
cada amplificador a una serie de circuitos de reloj.

Cada uno de estos circuitos de reloj requiere un 
área adicional sobre la superficie de una micropastilla de si- 
licona y consume energía eléctrica adicional. El área superfi­
cial afecta a estos circuitos de reloj reduce el área disponi­
ble para las células de memoria. Ea energía eléctrica disipa­
da por los circuitos de reloj genera un calor indeseable y 
precisa mayores suministros de energía de los que precisaría 
una memoria que precisara iónicamente un circuito de reloj mo­
nofásico.

El dispositivo de capacitancia dispuesto en cada cé­
lula de memoria debe acoplarse a un potencial de masa de re­
ferencia. Por lo general, en las memorias MOSFET el potencial 
de masa de referencia se proporciona conectando cada uno de 
estos dispositivos de capacitancia a una barra de masa. Al­
ternativamente, la referencia de masa se establece acoplando 
cada dispositivo de capacitancia al substrato sobre el cual 
se forma, con lo que se establece una masa de substrato.
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Cualquiera de estos dos medios de establecer la ma­
sa de referencia es indeseable debido a que aumenta signifi­
cativamente el área superficial requerida por cada célulp. 
de memoria. En caso de proporcionarse barras de masa, el área 
adicional sobre la superficie de la micropastilla de silico- 
na debe ser de modo que acomode, por lo monos, una barra de 
masa para cada dos columnas de las cálulas de memoria. Pe mo­
do análogo, en caso de qtle se utilice una masa de substrato, 
cada dispositivo de capacitancia requiere un área aumentada 
sobre la superficie de la micropastilla para acoplar efecti­
vamente el dispositivo de capacitancia a la masa de substra­
to.

Asi pues, los métodos conocidos para establecer una 
masa de referencia dan por resultado un consumo ineficaz y 
costoso del área superficial de la micropastilla. EL area su­
perficial requerida para las barras de masa o para acoplar 
cada dispositivo de capacitancia a la masa de substrato limi­
ta substancialmente el numero de células de memoria que pue­
den disponerse sobre una micropastilla de un área dada. Por 
el contrario, una memoria de una capacidad dada requerirá 
más micropastillas y/o mayores que el número éptimo como re­
sultado del área que debe aplicarse a la masa de referencia. 
Resulta claro pues que los métodos conocidos para proporcio­
nar la masa de referencia presentan mayores desventajas con 
respecto a la utilizacién eficaz del área superficial de la 
brizna, el coste de fabricacién y una complejidad indesea­
ble del circuito de la memoria.

Según un aspecto del invento, un sistema de memo­
ria incluye vina célula de memoriandotada de capacitancia para
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almacenar carga representativa de datos binarios y medios 
para refrescar dichos datos incluyendo un primer y segundo 
terminal, conectándose dicho primer y segundo terminal res­
pectivamente a una primera y segunda capacitancia de valor 
sustancialmente igual, proveyéndose dichos medios de refres­
co para proporcionar en dichos terminales un potencial ini­
cial y un segundo potencial de mayor magnitud que dicho poten 
cial inicial en respuesta, con el funcionamiento, a una se­
ñal de reloj que tiene un primer y segundo valor respectiva­
mente, siendo coneotable en paralelo dicha capacitancia de 
memoria a una de dichas primera y segunda capacitancias, car­
gándose dicha combinación paralela de dicha capacitancia de 
memoria y de dicha capacitancia, en respuesta a dicha señal 
de reloj de segundo valor hacia dicho segundo potencial con 
m a  velocidad mas lenta o mas rápida que la velocidad de car­
ga de la otra capacitancia referida dependiendo del estado 
inicial de dicha capacitancia de memoria y siendo aptos di­
chos medios de refresco para devolver a dicha capacitancia 
de memoria- .el estado inicial referido en respuesta a la ve­
locidad de carga diferencial entre dicha primera y segunda 
capacitancia.

Estos medios de refresco pueden incluir un primer 
y un segundo dispositivo de puerta, comprendiendo cada uno 
dos electrodos controlados y un electrodo de control, conec­
tándose el electrodo de control de cada uno de dichos dispo­
sitivos a un terminal respectivo de dichos terminales y a 
uno de los electrodos controlados del otro de los dispositi­
vos citados, y conectándose entre sí el otro de dichos elec­
trodos controlados de cada uno de dichos dispositivos, sien-
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do aptos dicho primer y segundo dispositivo de puerta para 
responder a dicho coeficiente de carga diferencial entre di­
chas primera y segunda capacitancias para devolver el estado 
inicial referido a dicha capacitancia de memoria.

Estos medios de refresco pueden incluir medios pa­
ra recibir dicha señal de reloj y un par de medios de resis­
tencia, para conectar cada uno de dichos medios de recepciá# 
a un terminal respectivo para proporcionar en este punto di­
cho inicial y segundo potencial.

Estos medios de refresco pueden incluir un par de 
medios de resistencia para conectar, cada uno, un potencial 
constante a un terminal respectivo de dichos terminales pri­
mero y segundo, y un tercer y cuarto dispositivo de puerta 
comprendiendo cada uno dos electrodos controlados ynun elec­
trodo de control, acoplándose cada uno do dichos electrodos 
controlados de dichos tercer y cuarto dispositivos de puerta 
a un respectivo electrodo controlado citado de dichos primero 
y segundo dispositivos de puerta y acoplándose entre sí sus 
electrodos de control y siendo aptos para recibir dicha señal 
de reloj, adaptándose dicho par de medios de resistencia y 
dichos tercor y cuarto dispositivos de puerta para cooperar 
con el fin de proporcionar dicho inicial y dicho segundo po­
tencial en dicho primer terminal y en dicho segundo terminal.

Estos medios de refresco pueden incluir un par de 
medios de resistencia para conectar cada uno un potencial cons­
tante a un terminal respectivo de dichos primero y segundo 
terminales y un tercer dispositivo de puerta conectado entre 
dicho primer y segundo terminal, siendo aptos para cooperar 
dicho par de medios de resistencia y dicho tercor dispositivo
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de puerta con el fin de proporcionar dicho inicial y dicho se­
gundo potencial en dicho primer terminal y en dicho segundo 
terminal*

Oada uno de dichos medios de resistencia puede oom- 
5. prender un dispositivo de puerta.

la cllula de memoria citada puede comprender un dis­
positivo de puerta con dos electrodos controlados y un elec­
trodo de control, conectándose dicho electrodo de control a 
una barra de dirección para habilitar dicho dispositivo do 

10. puerta con el fin de que conecte dicha capacitancia de memoria 
en paralelo con la capacitancia referida, conectándose uno 
de dichos electrodos controlad? a uno de dichos terminales 
primero y segundo, comprendiendo el otro electrodo controlado 
dicha capacitancia de memoria y conectándose a una barra de 

15» dirección para habilitar una célula de memoria adyacente.
Según otro aspecto del invento, un sistema de memo­

ria incluye una primera y una segunda pluralidad de células 
de memoria, presentando cada una de dichas células capacidad 
para almacenar carga representativa de datos binarios, medios 
para la lectura y/o escritura de datos binarios sobre una cé-

20.
lula de memoria seleccionada referida, incluyendo dichos me­
dios de lectura y/o escritura medios para invertir señales 
de datos que tienen primero y segundo terminales, un primer 
conductor para conectar dicha primera pluralidad de células
de memoria a dicho primer terminal, conectándose un extremo 25*
de dicho primer conductor a dicho primer terminal y dejándose 
sin conectar su otro extremo para cualquier circuito externo, 
un segundo conductor para conectar dicha segunda pluralidad 
de células de memoria a dicho segundo terminal, conectándose
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un extremo de dicho segundo conductor a dicho segundo termi­
nal y utilizándose su otro extremo para recihir señales de 
lectura o escritura? y medios para dirigir selectivamente di­
cha primera y segunda pluralidad de células de memoria para 
conectar una de dichas células de memoria seleccionada a di­
cho primer o dicho segundo conductor, siendo el sistema de 
modo que, con el funcionamiento, en el caso de datos espritos 
en dicha célula de memoria seleccionada de dicha primera plu­
ralidad so aplica una señal de datos de entrada, a través de 
dicho segundo oonductor, a dicho segundo terminal, se invier­
te por dichos medios inversores y se transmite, a través de 
dicho primer terminal, a la célula de memoria seleccionada 
de dicha primera pluralidad, en donde se almacena en forma 
inversa sobre su capacitancia de memoria, o en caso de datos 
de lectura procedentes de una célula de memoria seleccionada 
de dicha primera pluralidad referida, se aplica la señal alma­
cenada en la célula de memoria de la primerq pluralidad a 
dicho primer torminal, se invierte por dichos medios inverso­
res y se aplica, a través de dicho segundo terminal, a dicho 
segundo conductor en su forma normal, escribiéndose y/o leyén­
dose en forma normal sobre una célula de memoria seleccionada 
de dicha segunda pluralidad.

los conductores primero y segundo citados pueden com­
prender una primera y segunda capacitancia respectivamente de 
valor sustancialmente igual, proveyéndose dichos medios inver­
sores para proporcionar en dicha primera y segunda capacitan­
cia un potencial inicial y un segundo potencial de mayor mag­
nitud que dicho potencial inicial en respuesta, con el fun­
cionamiento, a una señal de reloj que tiene un primer y un se-
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gando valor respectivamente, conectándose en paralelo la ca- 
pacitancia de memoria de una de dichas célalas seleccionada 
de dicha primera pluralidad de célalas a dicha primera capa­
citancia, cargándose dicha combinacién paralela de dicha ca­
pacitancia de memoria y dicha primera capacitancia, en res­
puesta a dicho segundo valor de la señal de reloj, hacia di­
cho segundo potencial con una velocidad mas lenta o más rápi­
da que la velocidad de carga de dicha segunda capacitancia de­
pendiendo del estado inicial de dicha capacitancia de memoria 
y siendo aptos dichos medios inversores para invertir los da­
tos de entrada que han de escribirse sobre dicha célula de 
memoria seleccionada de la primera pluralidad referida en res­
puesta a la velocidad de carga diferencial entre dicha prime­
ra y segunda capacitancias.

los medios de direccién citados pueden comprender 
una pluralidad de barras de direccién, cada una de dichas cé­
lulas de memoria puede comprender un dispositivo de puerta 
con dos electrodos controlados y un electrodo de control, co­
nectándose dicho electrodo de control a una de dichas barras 
de direccién para habilitar dicho dispositivo de puerta con 
el fin de conectar su capacitancia de memoria a dichos medios 
inversores, conectándose uno do dichos electrodos controlado 
a uno de dichos primero y segundo terminales, comprendiendo 
el otro electrodo controlado dicha capacitancia de memoria 
y conectándose a una barra do direccién adyacente de las ci­
tadas para habilitar •una célula de memoria adyacente de las 
citadas.

Segán un aspecto ulterior del presente invento, un
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sistema de memoria incluye. una pluralidad de células de memo­
ria, medios para la lectura y/o esoritura de señales de da­
tos en dichas células de memoria y una pluralidad de barras 
de direccién para habilitar cada una de ellas una célula de 
memoria respectiva citada con el fin de conectarla a dichos 
medios de lectura y/o escritura, incluyendo cada una.de di­
chas células de memoria un dispositivo de puerta dorado de 
dos electrodos controlados y un electrodo de control, conec­
tándose sus electrodos do control a una barra de direccién 
respectiva pitada, conectándose uno de los electrodos contro­
lados a dichos medios de lectura y/o escritura y comprendien­
do su otro electrodo controlado capacidad para almacenar car­
ga representativa de dichos datos y conectándose a una barra 
de direccién para habilitar una de dichas células de memoria 
adyacente.

Segán un aspecto adicional del invento se proporoio- 
na un método para refrescar datos binarios sobre una célula 
de memoria dotada de capacidad para almacenar carga represen­
tativa de dichos datos, cuyo método incluye proporcionar un 
potencial inicial a una primera y segunda capacitancia do un 
valor sustancialmente igual en respuesta a una señal de reloj 
de primer valor, proporcionar un segundo potencial do mayor 
magnitud que dicho potencial inicial a dicha primera y se­
gunda capacitancia en respuesta a una señal de reloj de se­
gundo valor y conectar dicha capacitancia de memoria en para­
lelo con una de dichas capacitancias de modo que la combina- 
cién paralela de dicha capacitancia de memoria y dicha capa­
citancia se carguen, en respuesta a dicha señal de reloj de 
segundo valor, hacia dicho segundo potencial con una veloci-
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dad mas lenta o mas rápida que la velocidad de carga de la 
otra de dichas capacitancias segén sea el estado inicial de 
dicha capacitancia de memoria y refrescando dicha célula de 
memoria para devolver dicho estado inicial en respuesta a la 
velocidad de carga diferencial entre dichas capacitancias.

Empresente invento se describirá ahora a título de 
ejemplo con referencia a los dibujos que se acompañan, en,los 
que:

La figura 1 es un diagrama en bloque de mía porción 
de una organización de memoria de conformidad con el invento.

La figura 2 es una representación gráfica de las for­
mas de onda que aparecen en diversos puntos del diagrama de 
la figura 1.

La figura 3 es un diagrama esquemático de un ampli­
ficador de detección-refresco.

La figura 4 es un diagrama esquemático de una segun­
da realización de un amplificador de detección-refresco.

La figura 5 ilustra una topografía preferida de dos 
de las células de memoria de la figura 3.

La figura 6 es un diagrama esquemático de una terce­
ra realización de un amplificador de detección-refresco.

La figura 7 es un diagrama de tiempo para la terce­
ra realización.

Haciendo referencia a la figura 1, se ilustra un 
diagrama de bloque de una porción de una organización general 
de una memoria 11 que incluye una pluralidad de células de me­
moria 12 dispuestas en forma ortogonal. Cada célula de memoria 
12 representa una capacidad de la memoria 11 para almacenar un 
bitio de información en formaide un "1" o "0" binario.
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la disposición de las cálalas de memoria 12 se orga­
niza de modo que formen una pluralidad de filas y columnas, 
las células de memoria 12 se acoplan en el interior de cada 
columna por medio de una barra de dirección Y, por ejemplo 
Y1< Cada columna puedo identificarse con una dirección Y es­
pecífica haciendo referencia a una de una pluralidad de ba­
rras de dirección, Y, Y-, a Y..X  J

Además, la memoria 11 se divide en un banco o mi­
tad derecha 13 y un banco o mitad izquierda 14, comprendien­
do cada banco un námero igual de oólulas 12. las barras de 
dirección Y, Y^ a Yk , se disponen en la izquierda y las ba­
rras de dirección Y, Y^-^ a K-j ©n la derecha. Debido a que

si námero de columnas en cada lateral es idántico. Das 
dos mitades 13 y 14 de la memoria 11 están separadas por una 
pluralidad de amplificadores de detección-refresco 16-, a 16.«

J. IL

Das oólulas de memoria 12 de cada fila se acoplán 
entre si por medio de una barra do entrada—salida, por ejem­
plo la barra de entrada—salida (1/0) X^. Cada fila puede iden­
tificarse con una dirección X específica con referencia a una 
barra 1/0, X1 a X±, de una pluralidad de óstas. Cada barra 
1/0 se divide en una mitad derecha y otra izquierda, tal co­
mo la mitad derecha 17 y la mitad izquierda 18 de la barra 
1/0 Xj_. Ambas mitades de cada una de las barras 1/0 X-j_ a X± 
se acoplan a un amplificador de detección-refresco 16^ a 16i 
do una pluralidad de óstos. Por ejemplo, ambas mitades 17 y 
18 de la barra I/Om^ se acoplan al amplificador de detección- 
-refrosco 161 . Un terminal de entrada de señal de reloj 19 
se acopla a cada uno de la pluralidad de amplificadores de
detección-refresco 16, a 16 .i i
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Cada una de la pluralidad de barras 1/0 a I. 
se acopla a un transistor de vina pluralidad de transistores 
21-̂  a 21^ que se acoplan a circuitos decodificadores (no re­
presentados). Cada una de la pluralidad de barras de direc- 

5* ci<5n Y, Y.̂  a Y.., se acoplan, asimismo, a circuitos decodifi­
cadores adicionales (no representados)» los circuitos deco­
dificadores accionan selectivamente las barras de dirección 
Y y la pluralidad de transistores 21-̂  a 21^ para dirigir ca­
da una de la pluralidad de cálulas de memoria 12* las funcio- 

10. nes escritas para todas las filas son proporcionadas por un 
primer amplificador 22 que tiene una entrada de escritura 23, 
una entrada de datos 24 y un terminal de salida 26. El termi­
nal de salida 26 se acopla' selectivamente a travás de cada 
uno de los transistores 21^ a 21¿ a cada una de las barras 

15. 1/0, X-¡_ a por medio de los circuitos decodificadores. De
modo análogo, la salida de lectura es proporcionada para ca­
da una de las barras 1/0, X^ a X^, por un segundo amplifica­
dor 27 que tiene una entrada do lectura 28, una entrada de da­
tos 29 procedente de las barras 1/0 y un terminal de salida 

20. 31.
Asociada con cada una de las mitades 17 y 18 de la 

barra 1/0 X^ se encuentra una capacitancia distribuida que re­
sulta de la capacidad inherente de la barra 1/0 X^. Estas ca­
pacitancias distribuidas de las mitades 17 y 18 pueden tratar­
se como capacitadores discretos, como viene indicado por los 

25 *
capacitadores de carga 33 y 34 representados en la figura 3. 
Significativamente, el valor del capacitador de carga 33 aso­
ciado con la mitad derecha 17 de la barra 1/0 X^ es igual al 
valor del capacitador de carga 34 asociado con la mitad iz­



quierda 18. EL efecto de los transistores 21^ a 21± de la ca­
pacitancia distribuida de la mitad derecha 17 se equilibra 1 
por medio de un circuito compensador (no representado) acopla­
do al extremo de la mitad izquierda de cada una do las barras 
I/O X1 a

Haciendo referencia a la figura 2, se representa una 
serie de formas de onda tal como aparecen en diversos puntos 
de la memoria 11 de la figura 1. Se representan dos ciclos 
del funcionamiento de la memoria 11. EL primer ciclo incluye 
el intervalo de tiempo que vá de t=tQ a t=t' y el segundo ci­
clo incluye el intervalo que vá de t=t’0 a t=t" . Durante estos 
dos ciclos solo se dirigen las primeras dos barras de direc­
ción Y, Y^ e Yg. Un ciclo de trabajo completo de la memoria 
11 requiero numerosos ciclos adicionales de las barras de di­
rección Y. Sin embargo, los dos ciclos que implican Tínicamen­
te las barras de dirección Y, Yx o Yg, son suficientearpara 
ilustrar el funcionamiento de la memoria 11.

la figura 2A representa un reloj monofásico o señal 
de tiempo 0 que se aplica a cada uno de los amplificadores de 
refresco de percepción 161 a 16jL (figura 1) por el terminal 
de entrada de reloj 19 (figura 1). Durante los intervalos de 
tiempo de tQ a tj y de t'0 a t'^» 0 se encuentra a unnpoten— 
cial de 0 voltios. Cuando 0 = 0 voltios, el amplificador de 
detección-refresco 16^ descarga los capacitadores de carga 33 y 
34 (figura 3) al potencial de masa.

Durante los intervalos de tiempo de tj a t'0 y de 
t1! a t"0 0 se encuentra a un potencial de -V. Cuando se apli­
ca simultáneamente una señal escrita a la entrada de escritura 
23 durante estos intervalos de tiempo, el amplificador de de-
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tección-refresco 161 ajusta una célula de memoria dirigida 12
al nivel de almacenamiento de información deseada ("0" o "l'>).
En caso de que no sea aplicable una señal escrita, el amplifi­
cador de detección-refresco 16^ refresca la célula de memoria 
12 para mantener su nivel de almacenamiento de información co­
rriente durante estos intérvalos de tiempo. EL funcionamiento 
interno del amplificador de detección-refresco 16^ so explica­
rá mas mayor detalle a continuación.

Con referencia a la figura 2B, se considera quo la ba­
rra de dirección Y, Y^, (figura l) ha sido dirigida por los cir­
cuitos decodificadores (no representados) durante el primer ci­
clo en el tiempo t^^. En caso que se desee escribir información 
en la célula de memoria 12 asociada con la barra 1/0 3^ (figura 
1) durante el primer ciclo, se aplica un potencial -V para ac­
tivar el transistor 21-̂  en el tiempo t=tQ, tal como se represen­
ta en la figura 2E. En el mismo tiempo se aplicará una señal es­
crita y el dato que debe penetrar en la célula de memoria 12 a 
la entrada de escritura 23 (figura 1) y a la entrada de datos 24 
(figura 1). Una señal de escritura en la entrada de escritura 23 
hace que el amplificador 22 envie la señal de datos a los tran­
sistores 21. Debido a que la señal de escritura está presente en 
la barra 1/0 3Ĉ  al mismo tiempo que el amplificador de detección— 
-refresco 16^ regula la célula de memoria dirigida 12, la señal 
de datos procedente de la entrada de datos 24 se establecerá en 

25. la célula de memoria, tal como se expone mas adelante.
Haciendo ahora referencia a la figura 20, durante el 

segundo ciclo, en el tiempo t=t,1 , se considera que la barra de 
dirección Y, Yg, (figura 1) ha sido dirigida por los circuitos 
decodificadoros (no representados). En caso que se desee la lee-
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tura de información de la célula de memoria 12 de la barra 
1/0 X^ (figura 1) durante el segundo ciclo, se aplica un po­
tencial -V para activar el transistor 21-̂  en el tiempo t-t’g, 
tal como se representa en la figura 2D. Al propio tiempo se 
aplica una señal de lectura a la entrada de lectura 28 (figu­
ra 1), lo que habilita el segundo amplificador 27, y la infor­
mación que ha de leerse de la célula de memoria dirigida 12 
aparece en el torminal de salida 31 (figura l). El potencial 
-V se aplica al transistor 21^ en el tiempo t=t*2 , a continua­
ción del refresco de la información almacenada en la célula 
de memoria dirigida 12. El sistema de lectura se expondrá oon 
detalle mas adelante.

Oon referencia a la figura 3, en ésta se represen­
ta un diagrama esquemático del amplificador de detección-re­
fresco 16^ do la figura 1* El amplificador de detección-re­
fresco 16^ es típico de cada uno de los otros amplificadores 
16^ a 16^ representados en la figura 1. Oon fines de claridad 
ánicamente se representan cuatro células de memoria 12 aco­
pladas al amplificador de detección-refresco de percepción

16r
las células de memoria 12, asociadas con las barras 

de dirección Y, e Yg, y con la mitad izquierda 18 de la 
barra 1/0 X^ se acoplan al nodo 1, en. un lateral del amplifi­
cador de detección-refresco 16-̂ . las células de memoria 12, 
asociadas con las barras de dirección Y, Y-^^ e Y ^ g  y con 
la mitad derecha 17 do la barra 1/0 Xj_, se acoplan al nodo 
2 del lateral opuesto del amplificador de detección-refresco

Cada una de las células do memoria 12 incluye ion



transistor, como los transistores 36, 37, 38 y 39, y un ca­
pacitador de almacenamiento, como son los capacitadores de al-* 
macenamiento 41, 42, 43 y 4-4•

los transistores 36, 37, 38 y 39 son de preferencia 
dispositivos MOSFET, presentando cada uno un electrodo de con­
trol, o puerta, y un primor y segundo electrodo controlado, 
o fuente y oonsumo. Por ejemplo, el transistor 36 presenta 
una puerta 46 acoplada a la barra de dirección Y, Y-̂ , un 
primer electrodo controlado 47 acoplado a la mitad izquier­
da 18 de la barra 1/0 ^  y un segundo electrodo controlado 
48 acoplado a un primer electrodo del capacitador de almace­
namiento 41. De la figura 3 se desprenderá que los transis­
tores restantes 37, 38, y 39 se acoplan a sus respectivas ba­
rras de dirección Y, Y2, Yk+2 e Yk4i» a la barra 1/0 y a 
sus respectivos capacitadores de almacenamiento 42, 43 y 44, 
en forma idéntica.

Un segundo electrodo del capacitador de almacena­
miento 41, asociado con la barra de dirección Y, Y-̂ , se aco­
pla por medio del conductor 51 a la barra de dirección adya­
cente Y, Y2. De modo análogo, el segundo electrodo del capa­
citador de almacenamiento 42, asociado con la barra de direc­
ción Y, Y^, se acopla, por medio del conductor 52, a la barra 
de dirección adyacente Y, Y^.

Así pues, resultará aparente que los capacitadores 
de almacenamiento incluidos en cada cólula de memoria 12 tie­
nen sus segundos electrodos acoplados a una barra de direc­
ción adyacente Y de las barras de dirección Y^ a Ŷ -.

Según se b.a descrito antes, en cualquier tiempo se­
leccionado, solo una de las barras de dirección Y, Y-, a Y.,-L J
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es dirigida por los circuitos decodificadores (no represen­
tados). EL resto de las barras de dirección Y no dirigidas 
de las barras Y-, a Y. se encuentran en potencial de masa.
De aguí gue cuando la barra de dirección Y^ es dirigida, la 
barra de dirección Y, Yg, adyacente se encontrará en un po­
tencial de masa. Debido a gue el capacitador de almacenamien­
to 41 se acopla a la barra de dirección Y, Yg, por medio del 
conductor 51, el potencial de masa presente en la barra de 
dirección Y, Yg, proporciona la masa de referencia reguerida 
para el capacitador de almacenamiento 41 cuando la barra de 
dirección Y, Y^, es dirigida. De forma idéntica, el capacita- 
dornde almacenamiento de cada una de las células de memoria 
12 tiene su segundo electrodo acoplado a una barra de direc­
ción Y adyacente de las barras de dirección Y^ a Y., con lo 
gue se proporciona a cada uno de los capacitadores de almace­
namiento una masa de referencia.

Con la provisión de la masa de referencia para ca­
da célula de memoria 12 en la forma antes descrita, se lleva 
a cabo un ahorro sustancial del área del substrato cuando 
las células de memoria 12 se producen en forma de circuito 
integrado. Segán se representa en la figura 3, las células 
de memoria 12 pueden formarse inmediatamente adyacentes en­
tre si sin la interposición de una barra de masa convencional 
entre barras de dirección adyacentes Y de las barras Y^ a Y^. 
Asi pues, utilizando una barra de dirección Y adyacente para 
proporcionar la masa de referencia para las células de memo­
ria 12 en cualguier barra de dirección Y dirigida y selec­
cionada, puede eliminarse una barra de masa para cada par de 
barras de dirección Y. Resultará evidente gue este ahorro
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r  m
de área superficial resultante de la eliminación de las ba­
rras de masa convencionales permite una reducción sustancial 
del tamaño de mía ordenación de memoria de circuito integrado 
o un aumento sustancial en el número de células de memoria 

5* que pueden formarse en una ordenación de un tamaño particu­
lar.

En la figura 5 se representan las diversas capas 
de metal óxido y material semiconductor en la forma que éstas 
aparecerían actualmente sobre un substrato semiconductor cons- 

10. titutivo de dos células de memoria adyacentes 12 de la figura 
3.

la mitad izquierda 18 de la barra 1/0 se repre­
senta por una porción de una zona de difusión de tipo upn 54. 
las zonas de difusión de tipo "p" representadas en la figura 

15» 5 se forman en una superficie de un substrato de tipo "n"
que se encuentra debajo de la totalidad del circuito de la 
figura 5* Adyacente a la zona de difusión 54 se representa 
una zona de difusión de tipo "p" 56. Una delgada zona de óxi­
do 57 se extiende entre las zonas do difusión 54 y 56 y for- 

20. ma el transistor 36 de la figura 3. Se entenderá que todas
las zonas de la figura 5 las cuales no se ha indicado de for­
ma expresa que comprenden delgadas zonas de óxido están cu­
biertas por un grueso revestimiento de óxido. Este grueso re­
vestimiento de óxido separa el material semiconductor de todos 
los conductores metálicos y puede estar formado, por ejemplo, 
con dióxido de silicona.

De modo análogo, junto a la zona de difusión 54 se 
representa otra zona de difusión de tipo np" 58. Entre las 
zonas de difusión 54 y 58 se extiende una delgada zona de
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óxido 59 y constituye el transistor 37 de la figura 3*
la barra de dirección Y, Y^, se representa por un 

primer conduotor metálico 61 (representado con líneas de tra­
zos) que se encuentra sobre la delgada zona de óxido 57» ia 

5. barra de dirección Y, Yg, se representa, de modo análogo, por 
un segundo conductor de metal 62 (representado con líneas de 
trazos) que se encuentra sobre la zona de óxido delgada '59. 
Segán se representa en la figura 5 ambas zonas de difusión 
de tipo "p" 56 y 58 se extienden entre el primer y segundo 

10. conductor metálico 61 y 62.
Entre la zona de difusión 56 y el segundo conductor 

metálico 62 sobreyacente se forma una delgada zona de óxido 
63» EL acoplamiento capacitativo a travós de la delgada zona 
de óxido 63 representa el capacitador de almacenamiento 41.

15» EL acoplamiento a travós de la delgada capa de óxido 57 repre­
senta el acople de la barra de dirección Y, Y , al electrodo 
de puerta 46 del transistor 36.

Entre la zona de difusión 58 y el primer conductor 
metálico 61 sobreyacente se forma otra zona delgada de óxido 

20. 64. El acoplamiento capacitativo a travós de la delgada zona
de óxido 64 representa el capacitador de almacenamiento 42 
(figura 3).

El valor do capacitancia de los capacitadores do al­
macenamiento 41 y 42 se determina por el grosor y el área su- 

25» perficial de las delgadas zonas de óxido 63 y 64, respectiva­
mente .

Las zonas de difusión 56 y 58 y las delgadas zonas 
de óxido 63 y 64, respectivamente, sirven para acoplar los 
transistores 36 y 37 y los capacitadores de almacenamiento
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41 y 42, respectivamente, a sus "barras de dirección Y adya~ 
centes, Yg e Y^, tal como se representa en la figura 3.

Segán se ha descrito anteriormente, este acopla­
miento a las "barras de dirección Y adyacentes proporciona 
una masa de referencia apropiada para las células de memoria, 
al tiempo que se requiere un área superficial mínima.

Asi pues, la topografía de la figura 5 representa 
una realización para las células de memoria 12 de la figura 
3, en donde la masa de referencia para cada célula de memo­
ria se proporciona acoplando cada uno do los capacitadores 
de almacenamiento a una barra de dirección Y adyacente de las 
barras de dirección a Y... Con la obtención, de este modo, 
de la masa de referencia se producen ahorros sustanciales de 
área superficial por célula do memoria.

Con referencia, de nuevo a la figura 3, el amplifi­
cador de detocción-refresco 16^ incluye un primer transistor 
66 y un segundo transistor 67 que se acoplan transversalmen— 
te en una configuración de circuito flip-flop.

EL primer transistor 66 tiene una puerta o electro­
do de control 68 que se acopla transversalmente a un primer 
electrodo controlado 69 del segundo transistor 67 y se aco­
pla también a la mitad izquierda 18 de la barra 1/0 X1 en el 
nodo 1.

le modo análogo, el segundo transistor 67 tiene una 
puerta o electrodo de control 71 que se acopla transversal­
mente a un primer electrodo controlado 72 del primer transis­
tor 66 y se acopla, asimismo, a la mitad derecha 17 de la 
barra 1/0 en el nodo 2.

los segundos electrodos controlados 73 y 74 del pri-
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mer y segundo transistor 66 y 67, respectivamente se aco­
plan entre sí y se acoplan a un conductor de masa 76. EL 
conductor de masa 76 puede ser comán a todos los amplifica­
dores de refresoo de percepción 16^ a 16^.

Por medio del tercer y cuarto transistor (carga)
71 y 78, respectivamente, que poseen segundos electrodos 
controlados 81 y 82 que se acoplan a los nodos 2 y 1 respec­
tivamente, se proporcionan voltajes de polarización para 
el primer y segundo transistor 66 y 67. El tercer y cuarto 
transistor 77 y 78 presentan puertas 84 y 83, respectivamen­
te, que se acoplan ambos a un terminal 86. De preferencia 
se aplica un voltaje de cc al terminal 86 para polarizar, 
de forma continua, los transistoresdde carga 77 y 78 en el 
estado conectado. Asi pues, los transistores 77 y 78 funcio­
nan como resistencias de carga para el amplificador de detec­
ción-refresco 16^.

los primeros electrodos controlados 87 y 88 de los 
transistores de carga 77 y 78, respectivamente, se acoplan 
ambos al terminal de entrada de señal de reloj 19. Das seña­
les do reloj, tal como las representadas por la señal de re­
loj monofásico 0 representado en la figura 2A se aplican, 
ventajosamente, al terminal de entrada de señal de reloj 19 
para controlar el funcionamiento y cronometración del ampli­
ficador de detección-refresco 16^.

Con referencia a la figura 4, en ósta se represen­
ta una realización alternativa de un amplificador do detec­
ción-refresco ló'j que puede utilizarse en la memoria 11 de 
la figura 1. EL amplificador de detección-refresco ló'^'in- 
cluye primero y segundo transistores 91 y 92 que se acoplan
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transversalmente a los nodos 1* y 2* do forma idéntica a la 
descrita para el amplificador de. detección-refresco 16^ de 
la figura 3.

los transistores tercero y cuarto 93 y 94, o de 
carga, se acoplan también a los nodos 1* y 2* y a  los termi­
nales 96 y 97, de igual modo al descrito para los transisto­
res de carga 77 y 78 y los terminales 86 y 19 de la figura 3. 
Al terminal 96 se aplica ventajosamente un primer voltaje 
de 00 constante para polarizar los transistores de carga 93 
y 94 en el estado conectado. AL terminal 97 se aplica, ven­
tajosamente, un segundo voltaje de CC constante, que puede 
ser igual al primer voltaje de 00 constante, para aplicar un 
voltaje de polarización, a través de los transistores de car­
ga 93 y 94, al primer y segundo transistor 91 y 92. En caso 
de que el primer y segundo voltaje de 00 constantes sean igua­
les, los torminales 97 y 96 pueden ser el mismo terminal.

las señales de reloj o de cronometración se acoplan 
al primer y segundo transistor 91 y 92 a través del quinto y 
sexto transistor 98 y 99, respectivamente, las puertas 101 y 
102 del quinto y sexto transistor 98 y 99 se acoplan, ambas 
a un torminal de entrada de señal de reloj 19'.

Según se representa en la figura 4, el primer y se­
gundo electrodo controlado 103 y 104 del quinto transistor 98 
se acoplan, respectivamente, al primer y segundo electrodo con­
trolado 106 y 107 del tercer transistor 91. De modo análogo, 
el primer y segundo electrodo controlado 108 y 109 del sexto 
transistor 99 se acoplan respectivamente al primer y segundo 
transistor controlados 111 y 112 del cuarto transistor 92. 
los segundos electrodos controlados 104 y 1 0 7, y 109 y 112
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s© acoplan todos ellos a un conductor de masa 1 1 3.
El funcionamiento del amplificador de detección—re­

fresco 16*2 es idéntico al del amplificador de detección—re­
fresco 16^ (figura 3). Sin embargo, la señal de reloj aplica­
da al terminal do entrada de señal de reloj 1 9 * debe ser in­
versa a la señal de reloj aplicada al terminal de entrada de 
señal de reloj 19 (figura 3)* Asi pues, la señal de reloj re­
presentada en la figura 2A debe invertirse antes de aplicar­
se al terminal de entrada de señal de reloj 1 9 '.

Por otra parte, las amplitudes do corriente de la 
señal de reloj (figura 2A) aplicadas al terminal 19* deben 
ser notablemente inferiores a las amplitudes de corriente de 
la señal de reloj 0 requeridas en el terminal 19 (figura 3 ). 
Debido a que la señal de reloj acciona las puertas 101 y 102 

del quinto y sexto transistor 98 y 99, se requiere una poten­
cia menor de señal de reloj que en el amplificador de detec­
ción-refresco 16^ en donde la señal de reloj acciona los pri­
meros electrodos controlados 87 y 88 del tercer y cuarto tran­
sistor 77 y 78.

Haciendo do nuevo referencia, a la figura 3, con ©1 

funcionamiento, cada ciclo de refresco del amplificador de de­
tección-refresco so inicia aplicando la señal de reloj 0 (fi­
gura 2A) al torminal de entrada de señal de reloj 19 ©n el 
tiempo t—tQ. En el tiempo t=t0, la señal de reloj so encuentra 
en el potencial de masa, ó 0 voltios. Este potencial de volta­
je 0 se aplica a travós del tercer y cuarto transistor 77 y 
78, o de carga, a los nodos 1 y 2 .

Dos capacitadores do carga 33 J 34 que se acoplan, 
respectivamente, a las mitades derecha e izquierda 17 y 18
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de la barra 1/0 ^  y a las puertas 68 y 71 del primer y se­
gundo transistor 66 y 67» se desoargan a través de los nodos 
1 y 2 mediante el potencial de masa aplicado al terminal de 
entrada de señal de reloj 19.

Después que los capacitadores do carga 33 y 34 han 
tenido suficiente tiempo para descargar el potencial de masa, 
la señal de reloj 0 (figura 2A) vuelve en el tiempo t=t^ a 
un potencial de -V voltios, por ejemplo -12 voltios. Cuando 
la señal de reloj 0 vuelve a -V voltios los capacitadores de 
carga 33 y 34 empiezan a cargar a través de los transistores 
de carga 77 y 78, respectivamente.

Al propio tiempo, t=t^, una do las barras de direc­
ción, Y, Y-, a Y., es dirigida por los circuitos decodificado- 
res (no representados). Por ejemplo, en el tiempo t=t^, la 
barra do dirección Y, Y^, puede ser dirigida aplicándole un 
potencial de -Y voltios (figura 2B). Debido a que la puerta 
46 del transistor 36 de la célula de memoria 12 se acopla a 
la barra de dirección Y, Y-̂ , la aplicación del potencial,-Y 
a la barra de dirección Y, Y^, conecta el transistor 36. De 
modo análogo, todos los transistores de las células de memoria 
12, que tienen sus puertas acopladas a la barra de dirección 
Y, Y p  se conmutarán de modo que todas las células 12 de la 
columna seleccionada Y serán refrescadas al mismo tiempo que 
corresponde al tiempo t^ a tg en la figura 2.

Cuando se conmuta el transistor 36, el capacitador 
de almacenamiento o de memoria 41 se acopla a través del tran­
sistor 36 a la mitad izquierda 18 de la barra 1/0 2^, que es, 
en efecto, un circuito aislado, y así al nodo 1. Por consiguien­
te, el capacitador de almacenamiento 41 se acopla en paralelo



con el capacitación do carga 34
En oaso de que el capaoitador de almacenamiento, 

como el 41 ©n el banco o lateral izquierdo del circuito se en­
cuentre con un potencial sustanoialmente de masa en el tiempo 
t^, ello representa el almacenamiento previo de un "l" bina­
rio. En esto caso, en el tiempo t^> ol capaoitador de carga 
34 empezará a oargar hacia el potencial -V del impulso de re­
loj negativo pero la carga se efectuará a una velocidad 
mas lenta que la dol capaoitador de carga 33» debido a la ca­
pacitancia combinada del capaoitador de almacenamiento 41 y 
siendo mayor el capaoitador de carga 34 que la capacitancia 
de solo el capaoitador de carga 33*

Debido a que el capaoitador de carga 33 efectúa la 
carga a una velocidad más rápida que el capaoitador de carga 
34, la puerta 71 del segundo transistor 71 alcanzará primero 
su voltaje límite (el voltaje requerido para conmutar el tran­
sistor). Después de conmutado el segundo transistor 67, la 
realimentación asociada con el circuito de tipo flip-flop del 
amplificador de detección-refresco 16^ mantiene desconectado 
el primer transistor 66. En particular, el capaoitador de car­
ga 34 asociado con la célula de memoria 12 que se ha dirigido 
se descarga hasta potencial de masa a través del ahora conec­
tado transistor 67, y ol capaoitador de almacenamiento selec­
cionado 41 vuolve, asimismo, al potencial de masa entre los 
tiempos t^ y tg, "refrescando" do este modo la carga de vol­
taje O que so encuentra inicialmento en este capaoitador. Da 
carga del capaoitador de carga 33 prooedente del impulso de 
reloj 0 negativo continua hasta que so carga el capaoitador 
de carga 33 hasta un potencial de -V voltios, cuya carga se
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utiliza en la lectura, después del tiempo t^, en caso de que 
la célula seleccionada 12 se conecte al amplificador de leo- 
tura 27, tal como se explicará mas adelante.

En el tiempo t'0, el impulso de reloj 0 vuelve a 
masa y el capaoitador de carga 33 se descarga a la masa $el 
impulso de reloj, tal como se ha descrito anteriormente, du­
rante la primera porcién del ciclo siguiente, tal como t* a 
t*i» Asimismo, en t'0, la barra de direccién Y previamente 
seleccionada, tal como la Y-̂ , se desactiva, lo que desconec­
ta el transistor seleccionado 36 y así aisla la carga (masa) 
en el capaoitador de almacenamiento seleccionado 41 para uti­
lizarse en un ciclo posterior.

En caso de que el capaoitador de almacenamiento 41 
de la célula de memoria dirigida 12 se haya cargado previa­
mente hasta un voltaje sustancialmente negativo (representan­
do el almacenamiento de un "O" binario), el capaoitador de 
carga 34 se cargará en este caso después del tiempo t^ más 
rápido que ol capaoitador de carga 33, puesto que el capaci- 
tador de carga 34 se carga a partir del impulso de reloj .0- 
a través del transistor de carga 78, y, asimismo, a partir del 
capaoitador do almacenamiento cargado 41 después de la conexién 
del transistor 36-Y.̂  seleccionado.

Por consiguiente, el capaoitador do carga 34 se car­
gara al voltaje límite del primer transistor 66 y conmutará 
el primer transistor antes-de que el segundo transistor 67 
alcance su voltaje límite. Con el primer transistor 66 conec­
tado y el segundo transistor 67 desconectado, el capaoitador 
de carga 34 y el capaoitador de almacenamiento 41 continuarán 
cargándose a partir del impulso de reloj 0 mientras que el



capacitador de carga opuesto 33 se descarga hasta el nivel 
de masa por medio del transistor ahora conectado 66.

Cuando so ha alcanzado un tiempo correspondiente a 
t£» el capacitador de almacenamiento 41 se ha cargado por com­
pleto o se ha recargado hasta un potencial representan­
do una porción predeterminada del voltaje de reloj aplicado a 
través del transistor de carga 78 al capacitador 41 en para­
lelo con el capacitador de carga 34.

Esta carga representa el nivel deseado para al­
macenar un "O" binario en una oélula 12 del lateral izquierdo 
18 del circuito. Esta recarga hasta -V^ reestablece la carga 
de datos deseada on el capacitador, como el 41, durante cada 
ciclo de refresco, compensando así cualquier fuga de carga 
que pudiera haber ocurrido desde la penetración de la carga, 
o datos, o bien desde un ciclo de refresco previo.

En el tiempo correspondiente a t1 , en el inicio del 
próximo ciclo, el impulso de reloj 0 vuelvo a masa, conectándo 
así a masa el capacitador de carga 34 y el conductor Y selec­
cionado, como el Y-̂ , es desactivado, aislándose de este modo 
la carga de datos -VM en el capacitador 41 hasta un ciclo si­
guiente. '

Durante los ciclos subsiguientes de la señal de ro- 
loj 0, los datos almacenados en oada una de las células do me­
moria 12 de la memoria 11 se refrescan por medio de un ampli­
ficador de detección-refresco do la pluralidad de amplificado­
res 16^ a 16^, cuando su barra de dirección Y correspondiente 
Y-, a Y. se selecciona para la activación en un formato o ciclo 
de dirección deseado, los capacitadores de almacenamiento, co­
mo los 43, 44 del lateral derecho 17 del circuito, se refres-
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can exactamente igual cuando se selecciona el conductor Y co­
rrespondiente , Y ^ ^  a X., excepto que en este lateral una car­
ga -VM indica "1" binario y 0 Voltios indica «O" binario.

Considerando ahora con mas detalle los procedimien­
tos de escritura} los decodificadores X— e Y— (no representa­
dos) seleccionan un punto de cruce particular en la matriz de 
memoria X-Y; por ejemplo, el transistor 36 y el capacitador 
41 para la combinación de la barra 2^ 1/0 y la barra de di­
rección Y-̂ . En el ejemplo ilustrado en la izquierda de la fi­
gura 2 (tiempo tQ a t’o), se requiere escribir un "1" en el 
punto de cruce X^, Y^. En este caso, tal como se ha expuesto 
anteriormente, el decodificador X conecta el transistor de 
puerta de entrada X^ 21-̂  en el tiempo tQ y se aplica una en­
trada "de escritura" al terminal 23 del amplificadordde escri­
tura 22, conectando así la entrada de datos 24 a la barra 2^ 
y al nodo 2 del amplificador de detección-refresco 16^. En 
caso de que deba almacenarse un "1" en el capacitador X^, Y^ 
41 del circuito ilustrado en la figura 3, se aplioa una señal 
de entrada' de datos -V al terminal de entrada de datos 24 en 
el tiempo t0, excitando así la mitad derecha de la barra X^ 
y nodo 2 negativo, tal como se representa en la porción iz­
quierda de la figura 2E.

Esta entrada de datos negativa es gatillada, del
tiempo tQ al t^, a la masa del impulso de reloj 0 a travós 
del transistor de carga 77. En el tiempo t^j el impulso de 
reloj 0 so vuelve negativo y la combinación de la señal de 
impulso de rgloj y la señal de datos de entrada (ambos vol­
tajes negativos) carga rápidamente el capacitador de carga 
33 hasta un valor que excede el voltaje límite del transistor



67 para conectar este transistor.
En el tiempo t-^ el transistor 3C¡_, Y1 36 es acti­

vado también para conectar el capacitador de almacenamiento 
o memoria 41 al nodo 1 y el impulso de reloj 0 a través del 
transistor de carga izquierdo 78, tal como se ha expuesto an­
teriormente en la descripcién del circuito del amplificador 
de deteocién-refresco. Sin embargo, aán cuando el oapacita- 
dor 41 ha almacenado una carga -V procedente de ciclos de es­
critura y refresco precedentes, la combinacién del capacita— 
dor 41 y el impulso de reloj 0 no carga el capacitador do car­
ga izquierdo 34 con la rapidez que lo hace la combinacién del 
impulso de reloj y la señal de datos de entrada para cargar 
el capacitador de carga derecho 33, por lo que el transistor 
izquierdo 67 so activa primero invariablemente cuando se 
aplica una señal de escritura negativa al terminal de entra­
da de datos 24, independientomento del estado provio del oa~ 
pacitador de memoria 41» Pe este modo, durante un ciclo de 
escritura una señal de entrada reciente de datos elimina, de 
forma efectiva, la carga de datos relativos del capacitador 
41.

Segén so ha expuesto anteriormente, una vez que so 
activa el transistor izquierdo 67 (en vez del transistor de­
recho 66), no puede activarse el transistor 66 y los capa- 
citadores 41 y 34 se descargan a masa 76 a través del tran­
sistor izquierdo 67* Asi pues, al término de este ciclo de 
escritura (tiempo t’Q), el capacitador do memoria 41 está 
esencialmente descargado,,el cual, en el ejemplo de la figu­
ra 3, representa el almacenamiento de un "l" binario en el 
punto de cruce 2^, Por consiguiente, so aproeiará que el



amplificador de refrescb de peroepoién 16 invierte, de forma 
efectiva, la señal de datos de entrada almacenada en cualquier 
célula 12 hacia la izquierda del amplificador 16^, de modo que 
se almacene una señal "l" binaria de entrada (-V) en los oa~ 
pacitadores del banco izquierdo, como es el 41, en 0 voltios. 
Según se expondrá mas adelante, durante la lectura, el ampli­
ficador 16^ invierte de nuevo la señal del capacitador 41, de 
modo que en el terminal de salida 31 aparece un voltaje nega­
tivo o "l".

Cuando debe almacenarse un Ir0" en un capacitador de 
banco izquierdo, como el 41, durante un ciclo de escritura, se 
aplica un "O" o potencial de masa al terminal de entrada de 
datos 24 y so conecta al nodo 2 a través del transistor 21^ 
a partir de un tiempo correspondiente a t para un ciclo com­
pleto de la señal de reloj 0. En este caso, en un tiempo co­
rrespondiente a t^, cuando el impulso de reloj tiende a nega­
tivo y se activa un transistor Y seleccionado, como el 36, se 
conecta a masa la señal de reloj 0 en la derecha del amplifica­
dor 16^ para la señal de datos de voltaje 0 en el terminal 24* 
De este modo el capacitador de carga derecho 33 no carga lo su­
ficiente para activar el transistor izquierdo 67 y el Impulso 
de reloj carga los capacitadores 34 y 41 en paralelo hasta que 
se activa el transistor derecho 66, después de lo cual el ca­
pacitador de memoria 41 continua cargándose para el resto del 
ciclo hasta una fracción dada del voltaje de reloj, -VM , que 
representa al almacenamiento de un binario "0" en cualquiera 
de las células do memoria del banco izquierdo 12. Así pues, 
el capacitador de memoria, como el 41, so carga por completo 
para almacenar un voltaje negativo independientemente do su
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estado previo cuando se aplica una entrada 0 al terminal de 
entrada de escritura 24 durante un ciclo do escritura y se 
invierte, asimismo, la señal de datos de entrada 0 por el 
circuito amplificador 16-̂ •

5. Guando se almacenan señales de datos en los capaci-
tadores del banco derecho, talás como el 43 y 44, se almacena 
una carga correspondiente a la señal de datos de entrada en 
vez del complemento. Por ejemplo, en caso que desee almace­
nar un "1" en el capacitador 44 en el punto de cruce Z-̂ , Y^^, 

10. se aplica una entrada de datos -V al nodo 2 en la forma que 
se ha descrito anteriormente. En un tiempo que corresponde a 
t-j_, 0 tiende a negativo y la combinación del voltaje de reloj 
y la señal de datos negativa aplicada activa el transistor 67 
antes de que el transistor derecho 66 pueda activarse, indo- 

15» pendientemente del estado provio del capacitador de memoria 
44. Asi pues, el capacitador 44 queda libro para cargarse to­
talmente a través del transistor 39 durante el resto del ci­
clo, con el fin do almacenar un voltaje negativo que indique 
un "1" binario.

20. En caso de que deba almacenarse un "0" binario en el
capacitador 44, se aplica una entrada de masa al nodo 2 y no 
puede activarse el transistor izquierdo 67. Por el contrario 
se selecciona el transistor derecho 66, que sirve adicional­
mente para conectar a masa el capacitador 44 cuando se activa 

25» el transistor Y 39 seleccionado, en un tiempo correspondiente 
a t-|_. Asi pues, el capacitador 44 almacena esencialmente cero 
voltios o un "0" binario al término del ciclo de escritura, 
independientemente de su estado previo.
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Dg este modo, los amplificadores de refresco de 
percepción, como es el 16^, ajustan la célula de memoria diri­
gida 12 de conformidad con la entrada de datos 24 durante ca— 
da ciclo de escritura mediante la carga o descarga de los ca­
p a d  tadores de memoria, como el 41 a 44, independientemente 
de sus estados previos, mientras que se invierten los datos 
almacenados en la mitad izquierda 14 de la ordenación.

Para la lectura de los datos almacenados en un ca~ 
pacitador de memoria seleccionado, de los capacitadores como 
del 41 al 44, se maestrea de forma efectiva el estado del oa- 
pacitador de carga 33 después que se ha completado la porción 
de refresco del ciclo, por ejemplo del tiempo t'2 a t"0 en el 
ejemplo previamente expuesto en conexión con las figuras 20 
y 2D. En este ejemplo, se activa la larra de dirección en 
el tiempo t'-̂  (figura 2C) y se refresca, durante el tiempo 
t*i a t'2, en la forma previamente descrita, la carga almace­
nada en el capaoitador de memoria 42 de la célula Yg, 12 
para almacenar una carga prefijada - %  procedente del impulso 
de reloj que representa un "011 binario, o bien para conectar­
se efectivamente a masa a través del transistor 67, represen­
tando el binario 1. En ambos casos, el capaoitador de carga 33 
almacena, en el tiempo t'2, un voltaje inverso al del capaci— 
tador de memoria 42, tal como se ha descrito en conexión con 
la operación de refresco.

C'Ofr la lectura, en el tiempo t'2, se activa el tran­
sistor de puerta X seleccionado 21, tal como el transistor 21^ 
para la barra (figura 2D). Esto conecta la barra a la 
entrada 29 del amplificador de lectura 27, tal como se ha des­
crito previamente, y cuando se aplica, asimismo, una señal de
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"lectura" al terminal 28 de dicho amplificador, la señal de 
salida en el terminal 31 representa la señal almacenada lue­
go en el oapacitador de carga 33 que, a su vez, representa 
el complemento de la señal almacenada en el oapacitador de 

5. memoria de punto de cruce X]_, Y2 42 seleccionado.
Asi pues, se reinvierte de forma efectiva por el 

amplificador 16 de refresco de percepción, con la lectura, 
una señal de datos invertida almacenada en un oapacitador de 
banco izquierdo, tal como el 42, segón se ha descrito en los 
apartados previos, por el hecho de que la señal sobre el no- 

10 * do 2 (oapacitador 3 3) al termino de la porción de refresco
del ciclo es el complemento de la señal almacenada en el ca- 
pacitador de memoria 42.

Cuando debe leerse una célula de memoria 12 de ban- 
1 5. co derecho, por ejemplo oapacitador 44 asociado con el punto 

•' de cruce 3^, Yk+1, la carga en el oapacitador 44 al término 
de la porción de refrosco del ciclo (correspondiente al tiem­
po t^) os del mismo sentido que la del oapacitador de carga 
33, tal como se ha descrito previamente. Es decir, ambos es- 

2 0. tán conectados a masa de forma efectiva a través del transis­
tor 66 cuando se ha almacenado un "0 ", o ambos se cargan ne­
gativamente a partir del impulso de reloj $ cuando so almace­
na un "1 " (se activa el transistor 67 en lugar del transistor 
6 6). En este caso, cuando el se activa el transistor 21̂  en 

2 5. un tiempo correspondiente a t f2 para la lectura, la señal de
salida en el terminal 31 representa la combinación de las car­
gas en el oapacitador de carga 33 y el oapacitador de memoria 
seleccionado 44, que como se ha expuesto anteriormente son 
ambas de 0 voltios para "O" binario o im voltaje negativo



para "l" binario.

En todos los casos, después de la lectura, en el 
tiempo siguiente a tQ, se desactiva el transistor de columna 
previamente seleccionado, como el 36-3 9,,para aislar y conser­
var la señal almacenada en el capacitador de memoria corres­
pondiente 41-44 y el impulso de reloj. 0 vuelve a masa de for­
ma que descarga el impulso a masa cualquier capacitador de 
carga 33 o 34 cargado en el ciclo previo.

Durante cada ciclo de lectura, se refrescan todos 
los capacitadores de memoria en la columna seleccionada J^... 
Yj, si bien únicamente se lee el capacitador en el punto de. 
cruce seleccionado X después de la porcién de refresco del ci­
clo. Con la escritura se refrescan también todos los capacita­
dores de memoria en la columna seleccionada, exceptuando el 
que se encuentra en el punto de cruce X seleccionado, en don­
de entran los datos frescos tal como se ha descrito previamen- 
íjq •

En la figura 6, la estructura del amplificador de re­
fresco de percepción es igual que en la figura 3 , esceptuando 
la adición de un transistor de cortocircuito 200 que tiene su 
puerta conectada a una fuente distinta de impulsos de reloj,
0A» 7 m a  fuonte ^e voltaje constante externa de potencial de­
carga conectada a los transistores de carga 77 y 78, tal 
como se representa. En la figura 7 se exponen los ciclos de 
cronometración y de cargandoscarga para la figura 6 .

Con el fin de explicar las diferencias por lo que 
respecta al funcionamiento, se considera primero el ejemplo 
previamente descrito en donde la barra dendirección Y¡_ se se­
lecciona y se activa en el tiempo ^  para activar el transistor
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de celóla 36 con el fin de conectar el capacitador de memo­
ria seleccionado 41 a la mitad izquierda 18 de la barra 1/0 
X^, y por tanto al nodo izquierdo 1 del amplificador de de­
tección-refresco 16^. Según se ha expuesto anteriormente, se 

5, conecta de este modo el capacitador de memoria 41 entre la ma­
sa del conductor adjunto desactivado y el nodo 1, en para­
lelo con la capacitancia de carga izquierda 34»

Sin embargo, antes de t^, se prepara el amplifica­
dor de detección-refresco 16^, representado en la figura 6, pa~ 

10. ra que funcione de forma distinta a la descrita anteriormen­
te. En esta modalidad, en el tiempo t (figura 7), el impulso 

tiende a negativo, el cual activa el transistor de corto­
circuito 200 y, por consiguiente, conecta los nodos 1 y 2 en­
tre sí desde t0 a t^« Considerando como un primer ejemplo el 

15» caso en donde el nodo 1, o la capacitancia de carga izquierda 
34, se ha encontrado en 0 voltios representando .un "1" bina­
rio en el ciclo previo (se recuerda que los datos almacenados 
se invierten por el amplificador 16^ en el lateral izquierdo 
del sistema), las cargas sobre las capacitancias de carga 34 

25* y 33 en el tiempo tQ, en este ejemplo, se exponen en las fi­
guras 7B y C. En esto ejemplo, la capacitancia de carga iz­
quierda 34 se encuentra en un voltaje esencialmente de masa 
y la capacitancia de carga derecha 33 se encuentra en -V^, 
representando la carga total de nodo procedente de la fuente 

25» de carga -V-̂  (en la figura 6) al término de un ciclo comple­
to.

En un ejemplo típico, la fuente del potencial de 
carga -V^ es de -12 voltios y -V^ es del orden de -12 voltios. 
En este caso, la carga se aplica desde la fuente de volta-
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je constante -V^ a travls del transistor de carga derecha 77, 
que se encuentra constantemente aotivado, tal como se ha ex­
puesto en conexión con el ejemplo precedente, a partir de una
fuente de potencial -V„, y como constituye un punto oomán -V

2
puede ser la misma fuente que -V^. &L igual que en las moda­
lidades precedentes, en este caso se ha activado el transistor 
67 de flip-flop izquierdo y se descarga la capacitancia de 
carga izquierda 34- a travls del transistor 67 a la masa del cir­
cuito 76. Como en el ejemplo precedente, los transistores 77 
y 78 funcionan meramente como resistencias de carga que conoc— 

fuente de carga —'V-̂ a los nodos respectivos 2 y 1»
En la modalidad de la figura 6, en el tiempo tQ, 

cuando el transistor de cortocircuito 200 es activado para co­
nectar el nodo 1 al nodo 2, se igualiza rápidamente el poten­
cial en los dos nodos por el hecho de que la capacitancia de 
carga derecha 33 comparte su carga con la capacitancia de car­
ga izquierda 34. Esto se representa por medio de las formas 
de onda convergentes 201 y 202 de las figuras 7B y 0, entre 
los tiempos tQ y t^. (la operación inversa se produce, evi­
dentemente, cuando la capacitancia do carga izquierda 34 es la 
que se oarga previamente, de modo que al alcanzarse el tiempo 
V  las cargas en las capacitancias 33 y 34 son iguales, inde­
pendientemente de cual se cargó primero).

Cuando las cargas se igualizan de este modo entre to
y t^, los parámetros del circuito las características de
los transistores 77, 78, 66 y 67 y las capacitancias 33, 34) 
se eligen, preferentemente, de modo que el transistor 66 previa­
mente inactivo se active parcialmente y la conducción del tran­
sistor inicialmente activo 67 se reduzca de modo que resulte



también parcialmente activo. Asi pues» los transistores 66 

y 67 se vuelven} en efecto, resistencias antes del tiempo 
1̂ * conduciendo una porcién de la carga de la fuente desde 

-Y-j_ a masa 76, mientras que se establece una carga inicial 
de rogulacién previa -V-̂  en ambas capacitancias de carga 33 

y 34. En el ejemplo previamente expuesto, la carga inicial 
igualizada Vj. es del orden de -3 voltios, la cual se regula 
para que sea ligeramente mas negativa que la tensién limite 
de los transistores 66 y 67, en cuyo caso éstos tienen mucha 
mas resistencia que con -V^ en sus electrodos de puerta.

Debe hacerse constar que esta versión ofrece una 
importante ventaja de velocidad sobre las modalidades previas 
en donde ambas capacitancias 33 y 34 se descargan a masa an­
tes de iniciarse el ciclo de refresco, debido a que el capa- 
citador 33 o 34, que se carga negativamente después del tiem­
po tj, tiene una menor diferencia de voltaje para que suponga 
obstáculo. Otra ventaja sobre la realización de la figura 4 
estriba en que utiliza un transistor menos, de lo que resul­
ta un circuito de menor tamaño y mayores rendimientos.

A partir de esta etapa (t^) hacia delante, el ci­
clo es esencialmente igual a como se ha descrito previamente 
en conexión con las figuras 2 y 3 . En t^, el reloj $ tiende 
a masa para el resto del ciclo, suprimiendo el cortocircuito 
entre los nodos 1 y 2 y reaislando, de este modo, las capaci­
tancias de carga 33 7 34, tal como se ha descrito previamente. 
En t-ĵ, la barra de dirección seleccionada Y (Y^ en el ejemplo) 
se activa también (figura 7D), tal como se ha descrito ante­
riormente (figura 2B), para conectar el capacitador de memo­
ria seleccionado 41 al nodo 1 ; luego, al igual que anterior-
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mente, la capacitancia combinada 4-1 4- 34 dispara la capaci­
tancia 33 para activar de forma mas completa un transistor 
seleccionado de los transistores 66 y 67, siendo la tínica 
diferencia que el disparo se inicia a partir del valor lí­
mite reción igualizado -V^ en vez de a partir de 0 voltios.

Ahora se describirá el procedimiento de refrescar 
un "l" en el capacitador 4-1. Concretamente, cuando el capa­
citad or de memoria 41 comienza a 0 voltios en el tiempo|.t^, 
la fuente -V^ carga adicionalmente la capacitancia derecha 
33 a una velocidad más rápida despuós de t^ debido a que, en 
el lateral izquierdo, se comparte la carga con el capacita- 
dor de memoria seleccionado 41 que comienza en 0. En este 
caso, el transistor 67 izquierdo se activa por completo, lo 
cual hace que se conecten a masa las capacitancias 41 y 34 
en el lateral izquierdo, y se desconecta por completo el tran­
sistor derecho 66, y, a continuación, se inhibe el funciona­
miento de dicho transistor durante el resto del primero ciclo
t. a t 1 . o o

Este ejemplo se ilustra en el ciclo I, en la parte 
izquierda de la figura 7 (formas de onda B y 0), enndonde 
las capacitancias 34 y 41 se descargan rápidamente hasta un 
potencial próximo a masa a travós del transistor activo 67, 
tal como se indica mediante la curva de descarga 203 en la 
figura 7B, mientras que la capacitancia 33 queda libre para 
cargarse totalmente hasta -V^, tal como se indica con la cur­
va de carga 204 de la figura 70. Cuando se alcanza el tiem­
po de ciclo tg se completa la operación de refresco, al igual 
que en el ejemplo precedente, y se obtiene una situación es­
table, en cuyo tiempo (t a t ‘Q) puede llevarse a cabo la
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operación de lectura exactamente tal como se ha descrito 
previamente.

Se apreciará que cuando se selecciona por la barra 
^k+1 0 ^k+2 m  caPaG -̂'ta^or de memoria de banco derecho y 
cuando se encuentra previamente a 0 .voltios (0 binario), és- 
te se refrescará de forma exactamente igual, pero en forma 
inversa con el transistor dereóho 66 activo y la capacitan­
cia combinada de 33 y 43 o 44 selectivamente descargada a 
través del transistor 66 a masa.

El procedimiento de escritura de un "O” sobre el 
capacitador 41, representado en el ciclo II de la figura 7, 
se explicará a continuación. En el tiempo t 1 , se aplica un 
impulso de masa ("0" binario) al terminal de datos 24 del am­
plificador de escritura 22, que es habilitado por una señal 
de "escritura” en el terminal 23 para enviar la señal de da­
tos de masa al nodo 2 a través del transistor de puerca 21^, 
el cual se activa (figura 7E) para la totalidad del ciclo de 
escritura, tal como se ha descrito previamente. Asi pues, en 
el tiempo t*0 a t 1̂ , la capacitancia de carga derecha 33 des­
carga a masa la señal de datos "0" (curva 210 de la figura 70), 
en cuyo tiempo las capacitancias 33 y 34 se encuentran en ma­
sa y ambos transistores 66 y 67 están totalmente desactiva­
dos. So apreciará que esta conexión a masa de ambas capaci­
tancias de carga 33 y 34 tiene lugar únicamente en un ciclo 
de escritura cuando debe escribirse un cero y el nodo 2 ha 
sido cargado en el ciclo previo. En el tiempo t ’ , el impul­
so do reloj 0^ activa el transistor de cortocircuito 200, 
impidiendo que el transistor de carga 78 recargue el nodo 1 
negativamente durante t'0 a t'^.
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En t ’̂ , 0̂  vuelve a masa para eliminar el cortocir­
cuito entre los nodos 1 y 2 y el oapacitador de memoria selec­
cionado 41 se conecta de nuevo al nodo 1 cuando el impulso 
activa el transistor seleccionado 36. Inmediatamente después 

5. de t 1̂ , la fuente -V^ carga las capacitancias laterales iz­
quierdas 41 y 34 en paralelo a través del transistor de carga 
78 (curva 211, figura 7B) activando el transistor 66, mientras 
que la capacitancia de carga derecha 33 continua esencialmen­
te a 0 voltios (curva 212, figura 70) debido a que se conec- 

10. ta a la masa de entrada de datos en el terminal 24* Por consi­
guiente, la carga anterior, caso do existir, en el capacita- 
dor de célula seleccionado 41 es extralimitada por el impulso 
de escritura y se escribe un "O"&  forma invertida (por el 
amplificador de refresco de percepción 16-̂ ) en el capacitador 

1 5» 41, que se aisla luego en el tiempo t" , tal como se ha des­
crito previamente, cuando la barra seleccionada vuelve a 
masa y se desactiva el transistor de célula 36.

El procedimiento de refrescar un- 1,0" en el capaci­
tador 41 es esencialmente igual que el descrito en conexión 

20. con la figura 3> exceptuando el funcionamiento inicial del 
amplificador 16^. En el tiempo t" , el impulso de reloj 0̂  
tiende a negativo para igualizar laxr cargas en los nodos 1 y 
2 (capacitancias 33 y 34), de modo que ambas se muevan hacia 

tal como se ha descrito anteriormente y como se indica 
25* por las curvas 221 y 222 de las figuras TB y 0. Se apreciará 

que las curvas 221 y 222 constituyen lo inverso de 201 y 202 
en el ciclo I y que la carga en el t"^ corresponde exac­
tamente al estado en el tiempo t^ del ciclo I. Sin embargo, 
en este ejemplo, en el tiempo t"^ cuando el 0̂  de reloj vuelve
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a masa y el capacitador de memoria seleccionado 41 se conecta 
al nodo 1, el capacitador 41 almacena una carga -V^. Esta car­
ga, adicionada a la carga del capacitador 34 produce la con­
dición de disparo para activar totalmente el transistor dere­
cho 66 y desactivar por completo el transistor izquierdo 67.
De este modo se reestahleoe la carga completa -VM en el capa­
citador de memoria 41 a partir de la fuente -V^ (curva 223) y
se descarga la capacitancia 33 a masa (curva 224) a través del

>transistor 66.
Otra ventaja en el circuito representado en la figu­

ra 6, como en la modalidad de la figura 4, estriba en que el 
0^ de reloj funciona tínicamente para activar y desactivar un 
transistor tínico (200), con lo que este casi no consume co­
rriente. Debido a que los circuitos de accionamiento del reloj 
se fabrican comunmente en la micropastilla de circuito integra­
do, resulta muy ventajoso reducir al mínimo la energía siempre 
que sea posible. Oon fines comparativos se apreciará que en el 
ejemplo de la figura 3 el 0 de reloj tiene que suministrar to­
das las corrientes de carga, mientras que en la figura 6 (y 4), 
la energía de carga procede de una fuente fija, tal como la 
-Vj, que se dispone anteriormente a la micropastilla.

En vista de la descripción que precede del funciona­
miento de tres realizaciones específicas del invento resultará 
evidente que se proporciona una memoria de acceso al azar de 
actuación extremadamente rápida, que utiliza una capacitancia 
tínica (tal como la 41) y un transistor de acceso (como el 36) 
para cada célula de memoria 12, precisándose un mínimo de com­
ponentes de circuito y energía y siendo necesario tan solo un 
impulso tínico de un reloj monofásico requerido para el funcio-
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namiento del sistema de memoria (aparte de las entradas de 
dirección).

Una ventaja significativa, y ahorro en los conduc­
tores componentes del circuito y estado real del circuito.in- 

5« tegrado, radica en el empleo de la mitad derecha 17 de cada
"barra 1/0, tal como 2^, para todas las entradas y salidas ex­
ternas a la memoria (amplificador de "escritura" 22 y amplifi­
cador de "lectura" 27), y el empleo de amplificadores de de­
tección-refresco tal como 16j_, como inversores para escribir 

10. en el banco izquierdo de las células y para establecer la 
reinversión, con la lectura, del banco izquierdo 18.

Asi pues, en esencia, la mitad izquierda 18 de cada, 
barra 1/0, tal como 2^, sirve únicamente como un conductor o 
barra de entrada/salida para conectar cualquier célula de me- 

15* moria seleccionada 12 del banco izquierdo al nodo 1 del ampli­
ficador 16^, pero no puede conectarse, por otra parte, o no 
es conectable a cualquier circuito externo por su extremo ex­
terno. Como contraste, la mitad derecha 17 de la barra 1/0 
sirve como un conductor 1/0 para el banco derecho de células, 

20. conectado por su extremo interno al nodo 2 del inversor/ampli- 
ficador 16^, pero es.también conectable, por su extremo exter­
no (a través de la puerta o transistor 2 ^  de decodificador 
Z) a los circuitos de lectura y escritura externa que consti­
tuyen las únicas entradas de datos para la memoria y las sa- 

25. lidas de ésta.
Si bien se ha descrito el invento utilizando tran­

sistores de modo de aumento de canal "p", en donde se utili­
zan señales negativas de reloj y de datos para activar los 
transistores con el fin de manipular los datos, pueden utili—
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zarse otros tipos de transistores de efecto de campo que uti­
licen lo contrario que estas señales o que utilicen señales 
positivas y de masa para accionar los transistores, asi como 
sistemas transistores complementarios que utilicen una mezcla 

5* de dispositivos de canal "pM y ”n".
En las solicitudes de patentes británicas n^s. 

21771/70, 21772/70, 21773/70 y 49929/70 se describen detalles 
adicionales sobre la construcción y funcionamiento de estos 
circuitos de transistores de efecto de campo, así como ejem—

3< píos de circuitos decodificadores y puertas que pueden utili­
zarse en combinación con este invento»

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se decla­
ran nuevas y de propia invención las siguientes reivindica­
ciones, mcon prioridad de la solicitud de patente U.S.A. n2 
361.377 del 17 de Mayo de 1973»

1 .- Perfeccionamientos en un sistema de memoria que 
incluye una cólula de memoria dotada de capacidad para almace­
nar carga representativa de datos binarios y medios para re­
frescar dichos datos que comprenden un primer y segundo teimi- 
nal, conectándose dicho primer y segundo terminal respectiva­
mente a una primera y segunda capacitancia de valor sustancial­
mente igual, caracterizados porque dichos medios de refresco 
(162) se proveen para proporcionar en dichos terminales (nodo 
1 , nodo 2) un potencial inicial y un segundo potencial de ma­
yor magnitud que dicho potencial inicial en respuesta, con el 
funcionamiento, a una señal de reloj que tiene un primer y se­
gundo valor respectivamente, siendo conectable en paralelo di-
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cha capacitancia de membria (41) a una de dichas primera (34) 
y segunda (33) capacitancias, cargándose dicha combinación pa­
ralela de dicha capacitancia de memoria (41) y de dicha capa­
citancia (33 o 34)t en respuesta a dicha señal de reloj de

5. segundo valor hacia dicho segundo potencial con una velocidad 
mas lenta o mas rábida que la velocidad de carga de la otra 
capacitancia referida (33 o 34) dependiendo del estado inioial 
de dicha capacitancia de memoria (41) y siendo aptos dichos 
medios de refresco (16^) para devolver a dicha capacitancia 

10. de memoria el estado inicial referido en respuesta a la velo­
cidad de carga diferencial entre dicha primera (34) y segunda 
(33) capacitancia.

2.- Perfeccionamientos, de conformidad con la rei­
vindicación 1, caracterizados porgue dichos medios de refresco 

15. incluyen un primer (figura 1,67, figura 3¿92) y un segundo
(figura 1,66, figura 3*91) dispositivonde puerta, comprendien­
do cada uno dos electrodos controlados (figura 1,69,74 o 72*73) 
y un electrodo de control (figura 1,71 o 68), conectándose el 
electrodo de control (71^68) de oada uñó de dichos dispositi- 

20. vós a un terminal respectivo de dichos terminales (nodo 2, no­
do 1) y a uno de los electrodos controlados (72,69) del otro 
de los dispositivos citados, y conectándose entre sí el otro 
de dichos electrodos controlados (73,74) de cada uno de dichos 
dispositivos, siendo aptos dicho primer (67) y segundo (66)

25. dispositivo de puerta para responder a dicho coeficiente de 
carga diferencial entre dichas primera (34) y segunda (33) 
capacitancias para devolver el estado inicial referido a dicha 
capacitancia de memoria (41).
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3.- Perfeccionamientos, de conformidad con la rei- 
vindicación 1 o 2, caracterizados porgue dichos medios de re­
fresco incluyen medios para recibir dicha señal de reloj y un 
par (78, 77) de medios de resistencia, para conectar oada uno 

5. de dichos medios de recepción (19) a un terminal respectivos 
de dichos terminales (nodo 1, nodo 2) para proporcionar en es­
te punto dicho inicial y segundo potencial.

4«- Perfeccionamientos, de conformidad con la rei­
vindicación 2, caracterizados porgue dichos medios de refres- 

10o co (16'-̂ ) incluyen un par (94,93) de medios de resistencia
para conectar, cada uno, un potencial constante (en 97) a un 
terminal respectivo de dichos terminales primero (nodo 1) y 
segundo (nodo 2) y un tercer (99) y cuarto (98) dispositivo 
de puerta comprendiendo cada uno dos electrodos controlados 

15. (108, 109 o 106, 107) y un electrodo de control (102 o 101),
acoplándose cada uno do dichos electrodos controlados de di­
chos tercer (99) y cuarto (98) dispositivos de puerta a un 
respectivo electrodo controlado citado de dichos primero (92) 
y segundo (91) dispositivos de puerta y acoplándose entre sí 

20. sus electrodos de control (102, 101) y siendo aptos para re­
cibir dicha señal de reloj (en 19’), adaptándose dicho par 
(94, 93) de medios de resistencia y dichos tercer (99) y cuar­
to (98) dispositivos de puerta para cooperar con el fin de 
proporcionar dicho inicial y dicho segundo potencial en dicho 

25. primer terminal y en dicho segundo terminal.
5.- Perfeccionamientos, de conformidad con la rei­

vindicación 2, caracterizados porgue dichos medios de refresco 
(16^) incluyen un par de medios de resistencia (78, 77) para 
conectar cada uno un potencial constante (-Vj) a un torminal



respectivo de dichos primero (nodo 1 ) y segundo (nodo 2 ) ter­
minales y un tercer dispositivo de puerta (20 0) conectado en­
tre dicho primer y segundo terminal, siendo aptos para coope­
rar dicho par de medios de resistencia y dicho tercer disposi­
tivo de puerta con el fin de proporcionar dicho inicial y di­
cho segundo potencial en dicho primer terminal y en dicho se­
gundo terminal.

6 . - Perfeccionamientos, de conformidad con cualquie­
ra de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizados porque dichos 
medios de resistencia (78, 77) comprenden un:dispositivo de 
puerta.

7. - Perfeccionamientos, de conformidad con cualquie­
ra de las reivindicaciones precedentes, caracterizados porque 
dicha célula de memoria (1 2) comprende un dispositivo de puer­
ta (36) con dos electrodos controlados (47, 4 8) y un electro­
do de control (4 6), conectándose dicho electrodo de control 
(46) a una "barra de dirección (Y-̂ ) Para habilitar dicho dispo­
sitivo de puerta (3 6) con el fin de que conecte dicha capaci­
tancia de memoria (41) en paralelo con la capacitancia refe­
rida, conectándose uno de dichos electrodos controlado (47)
a uno de dichos terminales primero (nodo 1 ) y segundo (nodo 2 ), 
comprendiendo el otro electrodo controlado (48) dicha capaci­
tancia de memoria (41) y conectándose a una barra de dirección 
(̂ j>) Para habilitar una cálula de memoria adyacente.

8. - Perfeccionamientos, do conformidad con las rei­
vindicaciones precedentes en un sistema, de memoria que inclu­
ye una primera y segunda pluralidad de cálulas do memoria, 
presentando cada una de dichas cólulas capacidad para almace- 
nar carga, rGprGsQii’ta'fciva, ¿Lo ¿Laiios toinariosj hlgcLíos para la,



lectura y/o escritura de datos binarios sobro una célula de 
memoria seleccionada referida, caracterizados porque dichos 
medios de lectura y/o escritura incluyen medios (16^) para 
invertir señales de datos que tienen primero (nodo l) y se­
gundo (nodo 2) torminales, un primer conductor (18) para co­
nectar dicha primera pluralidad (1 4) de células de memoria 
(12) a didho primer terminal (nodo l), conectándose un extre­
mo de dicho primer conductor (18) a dicho primer terminal 
(nodo 1) y dejándose sin conectar su otro extremo para cual­
quier circuito externo, un segundo conductor (17) para conec­
tar dicha segunda pluralidad (1 3) de células de memoria (12) 
a dicho segundo torminal (nodo 2), conectándose un extremo 
de dicho segundo conductor (17) a dicho segundo terminal (no­
do 2) y utilizándose su otro extremo para recibir señales de 
lectura o escritura, y medios (Yj, Yg^.Y^.) para dirigir se­
lectivamente dicha primera (14) y segunda (13) pluralidad de 
células de memoria para conectar una de dichas células de me­
moria seleccionada a dicho primer (18) o dicho segundo (17) 
conductor, siendo el sistema de modo que, con el funciona­
miento, en el caso de datos escritos en dicha célula de memo­
ria seleccionada de dicha primera pluralidad (14) se aplica 
una señal de datos do entrada, a través de dicho segundo con­
ductor (17), a dicho segundo terminal (nodo 2), se invierte 
por dichos medios inversores (16-̂ ) y se transmite, a través 
de dicho primor terminal (nodo 1), a la célula de memoria se­
leccionada de dicha primera pluralidad, en donde se almacena 
en forma inversa sobre su capacitancia do memoria (41), o en 
oaso de datos de lectura procedentes de una célula de memoria 
seleccionada de dicha primera pluralidad (14) referida, se
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20.
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aplica la señal aliacanada en la célula de memoria de la pri­
mera pluralidad a dicho primer -terminal (nodo 1), se invier­
te por dichos medios inversores (161 ) y se aplica, a través 
de dicho segundo terminal (nodo 2), a dicho segundo conduc­
tor (17) en su forma normal, escribiéndose y/o leyéndose en 
forma normal sobre una célula de memoria seleccionada de di­
cha segunda pluralidad (1 3 ).

9.- Perfeccionamientos, de conformidad con la rei­
vindicación 8, caracterizados porque los conductores primero 
(18) y segundo (1 7) citados comprenden una primera (34) y se­
gunda (33) capacitancia respectivamente de valor sustancial­
mente igual, preveyéndose dichos medios inversores (16^) para 
proporcionar en dicha primer (34) y segunda (33) capacitancia 
un potencial inicial y un segundo potencial de mayor magnitud 
que dicho potencial inicial en respuesta, con el funciona­
miento, a una señal de reloj que tiene un primer y un segundo 
valor respectivamente, conectándose en paralelo la capacitan­
cia de memoria (41) de una de dichas células seleccionada de 
dicha primera pluralidad de células (14) a dicha primera ca­
pacitancia (34), cargándose dicha combinación paralela de di­
cha capacitancia de memoria (41) y dicha primera capacitancia 
(34), en respuesta a dicho segundo valor de la señal de reloj, 
hacia dicho segundo potencial con una velocidad mas lenta o 
mas rápida que la velocidad de carga de dicha segunda capaci­
tancia (33) dependiendo del estado inicial de dicha capacitan­
cia de memoria y siendo aptos dichos medios inversoresmO-ó^) 
para invertir los datos de entrada que han de escribirse sobre 
dicha célula de memoria seleccionada (12) de la primera plu­
ralidad referida (14) en respuesta a la velocidad de carga



diferencial entre dicha primera (34) y segunda (33) capaci­
tancias.

10. - Perfeccionamientos, de conformidad con la rei­
vindicación 8 o 9} caracterizados porque los medios de di­
rección citados comprenden una pluralidad de barras de direc­
ción, (Y-L...Yk ), presentando cada una de dichas cólulas de 
memoria (12) un dispositivo de puerta (36) con dos electro­
dos controlados y un electrodo da control (46), conectándose 
dicho electrodo de control (46) a una de dichas barras de di­
rección (Y^) para habilitar dicho dispositivo de puerta (36) 
con el fin de conectar su capacitancia de memoria (41) a di­
chos medios inversores (16^), conectándose uno de dichos 
electrodos controlado (47) a uno de dichos primero (nodo 1)
y segundo (nodo 2) terminales, comprendiendo el otro elec­
trodo controlado (4 8) dicha capacitancia de memoria (41) y 
conectándose a una barra de dirección adyacente (Y2) de las 
citadas para habilitar una célula de memoria adyacente de las 
citadas.

11. - Perfeccionamientos, de conformidad con las rei­
vindicaciones precedentes, en un sistema de memoria que inolu- 
ye una pluralidad de células de memoria, medios para la lec­
tura y/o escritura de señales de datos en dichas células de 
memoria y una pluralidad de barras de dirección para habili­
tar cada una de ellas una célula de memoria respectiva cita­
da con el fin de conectarla a dichos medios de lectura y/o 
escritura, incluyendo cada una de dichas células de memoria
un dispositivo de puertqrdotado de dos electrodos controla­
dos y un electrodo de control, conectándose sus electrodos 
de control a una barra de dirección respectiva citada, conec-
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tándose uno de los electrodos controlados a dichos medios de 
lectura y/o esdritura y comprendiendo su otro electrodo con­
trolado capacidad para almacenar carga representativa de di­
chos datos, caracterizados pbrque dicho otro electrodo con­
trolado (4 8) se conecta a una barra de dirección (Yg) para 
habilitar una de dichas células de memoria adyacente.

1 2.- Perfeccionamientos, de conformidad con las rei­
vindicaciones precedentes, para refrescar datos binarios so­
bre una célula de memoria dotada de capacidad para almacenar 
carga representativa de dichos datos, caracterizados porque 
incluyen proporcionar un potencial inicial a una primera (3 4) 
y segunda (33) capacitancia de un valor sustancialmente igual 
en respuesta a una señal de reloj de primor valor, proporcio­
nar un segundo potencial de mayor magnitud que dicho potencial 
inicial a dicha primera (34) y segunda (33) capacitancia en 
respuesta a una señal de reloj de segundo valor y conectar 
dicha capacitancia de memoria (41) en paralelo con una de di­
chas capacitancias (34 o 33) de modo que la combinación para­
lela de dicha capacitancia de memoria (41) y dicha capacitan­
cia se carguen, en respuesta a dicha señal do reloj do segun­
do valor, hacia dicho segundo potencial con una velocidad 
mas lenta o mas rápida que la velocidad de carga de la otra 
de dichas capacitancias segán sea el estado inicial de dicha 
capacitancia de memoria (41) y refrescando dicha célula do me­
moria (1 2 ) para devolver dicho estado inicial en respuesta a 
la velocidad do carga diferencial entre dichas capacitancias.

^ ■ 3 Perfeccionamientos en un sistema do memoria.
Segán se describe y reivindica en la presente memo—



ria descriptiva que consta de 51 páginasfbliadas y escritas 
a máquina por una sola de sus caras y acompañados de los di­
bujos reglamentarios.

Madrid, a 16 Mayo 1974

mpc.



C'
as
ts

*/s 7‘£¿£ry<e>£ co/?po#¿r/bA/ Ao/a H

FELIPE PRIETO



da
se
 9

FP1.IPE PRIETO



Ca
S&
 9



A/s r£¿£ryp£ oa/epo r̂/o// ■#Atojas- /to/a*?

m-\m m

FIG.6
‘8 6

~oV| ✓ » ,  _x_

7 8 ^ 5 3 ^ - 7 7

2. C
h

# r  ! < ¡ f C l S

3^-fifiF33 £ ^
J t6¡ ü - ^ 1

“  23
Yi 2

FIG.7 , . , il il il ill i I* * H f lll
O 1 2 O 1 2 *0 *1 7  7

II til

A-

B-

0— i
■Ve

- V x
C C 3 M - V »  

O
- V x

IC33) -V||

O- Vi 0 -Vy

n | 201 '/

E- 1021)1

203

2 0 2]
2 0 t ^ -

1 I1 ' l

t e

211

212-í\
X 210

221

222
223

^ L _

r\
m

/ya>ab/&f a> \ g 1974


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



